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【57】申請專利範圍
1.　一種用於在一基板上形成一層之方法，該方法包括：在一半導體處理系統之一反應器中
提供一基板，該反應器具有一分隔器，該分隔器將一上腔室從一下腔室及該反應器中的

一基板固持器隔開，其中該基板具有一上表面及相對的一下表面；使用該基板固持器將

該基板定位於該反應器之該上腔室內；使一含矽氣體流動通過該反應器的該上腔室，以

在該基板的該上表面沉積一層；以及在使該含矽氣體流動通過該反應器的該上腔室的同

時，使一含鹵素氣體流動通過該下腔室，以蝕刻界定該反應器之該下腔室的至少一壁上

之一沉積膜。

2.　如請求項 1之方法，更包括用該含鹵素氣體蝕刻該基板之該上表面，以控制在該基板之
該上表面的一周邊處之該層之厚度。

3.　如請求項 1之方法，更包括用該含鹵素氣體蝕刻該基板之該下表面，以限制矽在該基板
之該下表面上之沉積。

4.　如請求項 1之方法，更包括使該含鹵素氣體流動通過定義在該基板與該分隔器之間的一
間隙進入該上腔室，該分隔器將該上腔室從該反應器之該下腔室隔開。

5.　如請求項 1之方法，更包括藉由調整該含鹵素氣體之質量流量，來將該層之邊緣厚度調
諧至一目標輪廓。

6.　如請求項 1之方法，更包括使一吹掃氣體流動通過該反應器之該下腔室，其中該含鹵素
氣體與該吹掃氣體相互混合。
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7.　如請求項 1之方法，更包括在使該含鹵素氣體流動通過該反應器之該下腔室之前，活化
該含鹵素氣體。

8.　如請求項 1之方法，更包括在使該含鹵素氣體流動通過該反應器之該下腔室的同時，使
一含摻雜劑氣體流動通過該反應器之該上腔室。

9.　如請求項 1之方法，更包括選擇該含鹵素氣體以包括以下中之至少一者：氯化氫(HCl)；
氯(Cl2)；或氟(F2)。

10.   如請求項 1之方法，更包括選擇該含矽氣體以包括以下中之至少一者：矽烷(SiH4)；二矽
烷(Si2H6)；三矽烷(Si3H8)；或四矽烷(Si4H10)。

11.   如請求項 1之方法，更包括：選擇一載體氣體以包括以下中之至少一者：氮(N2)；氫
(H2)；氦(He)；氬(Ar)；或一稀有氣體；以及使該載體氣體與該含矽氣體流動通過該反應
器的該上腔室。

12.   如請求項 1之方法，更包括：選擇包括以下之一含摻雜劑氣體：二硼烷(B2H6)；膦
(PH3)；或胂(AsH3)；以及使該含摻雜劑氣體與該含矽氣體流動通過該反應器的該上腔
室。

13.   如請求項 1之方法，更包括在使該含鹵素氣體流動通過該反應器之該下腔室的同時，保
持該反應器內溫度介於約 300°C與約 750℃之間或介於約 550℃與約 1220℃之間。

14.   如請求項 1之方法，更包括在使該含鹵素氣體流動通過該反應器之該下腔室的同時，保
持該反應器壓力介於約 10托與約 800托之間。

15.   如請求項 1之方法，其中使該含鹵素氣體流動通過該反應器之該下腔室具有介於約 2分
鐘與約 25分鐘之間的持續時間，或其中使該含鹵素氣體流動之持續時間實質上相等於使
該含矽氣體流動通過該反應器之該上腔室的持續時間。

16.   一種半導體處理系統，包括：一反應器，具有一上腔室及一下腔室，該反應器配置以在
其中支撐一基板，該基板具有一上表面及一相對的下表面；一含矽氣體源，連接至該反

應器之該上腔室，且配置以提供一含矽氣體至該反應器；一含鹵素氣體源，連接至該反

應器的該下腔室，並配置以提供一含鹵素氣體至該反應器；以及一控制器，操作性連接

至該半導體處理系統，且響應於在一非暫時性機器可讀記憶體中記載之指令以：將一基

板定位於該反應器之該上腔室內；使該含矽氣體流動通過該反應器的該上腔室，以在該

基板的該上表面沉積一層；以及在使該含矽氣體流動通過該反應器之該上腔室的同時，

使該含鹵素氣體流動通過該下腔室，以蝕刻界定該反應器之該下腔室的至少一壁上之一

沉積膜。

17.   如請求項 16之半導體處理系統，其中該等指令更致使該控制器用該含鹵素氣體蝕刻該基
板之該上表面，以控制沉積於該基板之該上表面之周邊上之一層的厚度。

18.   如請求項 16之半導體處理系統，其中該鹵素氣體源係連接至該反應器的該上腔室及該下
腔室。

19.   如請求項 16之半導體處理系統，更包括一吹掃氣體源，該吹掃氣體源連接至該反應器之
該下腔室，以使一吹掃氣體流動通過該反應器的該下腔室，該反應器的該下腔室具有通

過該反應器的該下腔室之該含鹵素氣體。

20.   如請求項 16之半導體處理系統，更包括：一第一質量流量控制器(MFC)，將該鹵素氣體
源連接至該反應器的該上腔室，以使該含鹵素氣體流動通過該反應器的該上腔室作為用

於該含矽氣體之流動的一載體氣體；以及一第二質量流量控制器，將該鹵素氣體源連接

至該反應器的該下腔室，以使含鹵素氣體流動通過該反應器的該下腔室，以在該反應器

內蝕刻至少一內部表面及/或結構。
圖式簡單說明

(2)
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下面將參照意在說明而非限制本揭露的某些實施例的附圖來描述本文所揭露本揭露的這

些及其他特徵、態樣和優點。

第 1圖為具有依據本揭露所建構之反應器的半導體處理系統的示意圖，其展示連接至反
應器之下腔室的含鹵素氣體源及連接至反應器之上腔室的含矽氣體源；第 2圖係第 1圖之半
導體處理系統的示意圖，其展示被提供至反應器中的一基板，用於將矽層沉積至基板的上表

面上；第 3圖為第 1圖之半導體處理系統的示意圖，其展示使用基板固持器將基板定位於反
應器之上腔室內；第 4圖係第 1圖之半導體處理系統的示意圖，其展示在含矽氣體源使含矽
氣體流動通過反應器之上腔室的同時，含鹵素氣體源使含鹵素氣體流動通過反應器的下腔

室；第 5圖係包括反應器之第 1圖的半導體處理系統的一部分之示意圖，其展示含鹵素氣體
蝕刻沉積膜，此沉積膜來自界定反應器之下腔室之至少一壁、基板之下表面及正在沉積於基

板上表面上之矽層的周邊；第 6圖係第 1圖之半導體處理系統的示意圖，其展示於將含鹵素
氣體流動通過反應器的下腔室之後從反應器卸載基板；第 7圖係根據一實例之第 1圖的半導
體處理系統的示意圖，其展示在含鹵素氣體流動通過反應器之下腔室之前遠端電漿單元活化

含鹵素氣體；第 8圖係根據另一實例的第 1圖之半導體處理系統的示意圖，其展示在使含鹵
素氣體流動通過反應器之下腔室的同時，含鹵素氣體流動通過反應器之上腔室作為含矽氣體

之載體氣體；第 9圖係根據另一實例之第 1圖之半導體處理系統的示意圖，其展示操作性連
接至含矽氣體源及含鹵素氣體源的控制器，用以在含矽氣體流動通過反應器之上腔室的同

時，使含鹵素氣體流動通過反應器之下腔室；及第 10圖係使用半導體處理系統在基板上形成
矽層之方法的方塊圖，其展示根據此方法之闡釋性與非限制性實例之方法的操作。

值得注意的是，圖式中之元件是為了簡明及清楚起見而繪示，且不必然按比例繪製。舉

例而言，圖式中之元件中之一些元件之相對尺寸可相對於其他元件而言誇大，以幫助改善對

所繪示本揭露實施例的理解。
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